










































































(1) 半導体レーザ一 入=789nm､ 最大出力 30mW
く2) 検出器
a) 一次元イメージ･センサー 1728素子 (ピッチ15JLm､幅14FLm)































































o l脚 汎 暮M;2抗力 39cc
Fig.3 如 卦 こよる半群体レーt卜 の注入電流変調
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